POLSKA OPIS PATENTOWY| 76598
0SPOLITA '
RLECIFOSPALITR | PATENTU TYMCZASOWEGO
LUDOWA
Patent tymczasowy dodalkuwy - KL 42¢,1112
&> "gf‘a& do patentu _ :
-;;' .«* ""v:
NS Zgtoszono:  25.07.1972 (P. 156902)
h,,}_i}gﬁﬁ
Pierwszenstwo: : MKP* G11c, 11/12
URZAD | BIBLIOTEKAS
PAI E N [ n w ' ‘ Zgtoszenie ovgloszono:  30.05.1973 _
P H l. ' . Uszqdv Poterteogw |
Opis patentowy opublikowano: 03.03.1975 | 1R b 2

Twércy wynalazku: Bogustaw Domagalski, Julian Stasiewicz, Wtadystaw Kompato

Uprawniony z patentu tymczasowego: Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Polska)

Magnetyczny cienkowarstwowy nosnik informacji

Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny cienkowarstwowy nosnik informacji przeznaczony zw taszcza do
pamie ci maszyn matematycznych.

Podstawowym elementem cienkowarstwowego nos$nika informacji s3 dwa skrzyzowane i styczne przewody,
z ktérych jeden pokryty cienkg warstwa materiatu magnetycznego, na przyktad permalley’u jest zwykle linia
bitows a pozostaly petni funkcje linii stowa. Taki uktad stanowi jednobitowy nosnik informacji, ktérego zdol-
nosci przyjmowania informacji, pamigtania i odtwarzania oparte s3 o znane zjawiska zachodzace w cienkich
warstwach magnetycznych pod wptywem zewnetrznych pdl magnetycznych.

W znanych rozwigzaniach no$nikéw informacji zwykle stosuje si¢ szereg réwnolegle utozonych przewodéw
w postaci tasmy lub drutu stanowiagcych lini¢ stowa i skrzyzowane z nimi, pokryte cienkg warstwa magnetyczng
przewody linii bitowych, przy czym przewody linii stowa sa zwykle zagigte w ksztatt litery ,,U’’, ktdrej ramiona
obejmuja przewody linii bitowych, wskutek czego kazda linia stowa dwukrotnie krzyZzuje si¢ z kazda linia
bitowa. Warunkiem zachowania niezb¢dnych dla zastosowan pomiarowych wtasnosci fizycznych cienkiej wars-
twy magnetycznej jest takie ulozenie przewodu bitowego, aby w czasie pracy nie pojawily si¢ w warstwie
magnetycznej napr¢zenia mechaniczne wywolane np. rozszerzalnoscig cieplng. Dla spetnienia tego warunku
konieczne jest elastyczne zawieszenie przewodu bitowego na ptacie nosnika informacji. Ponadto dla zapewnienia
stalego i mozliwie duzego sprz¢zenia magnetycznego migdzy linjami bitéw i liniami stéw konieczne jest zacho-
wanie statej i jak najmniejszej odlegtosci przewodu bitowego od przewodu stowa w miejscu ich skrzyzowania.

Speinienie powyziszych warunkéw w znanym rozwiazaniu nosnika informacji uzyskano przez umieszczenie
przewod6w bitowych w dtugich, réwnolegtych tunelach wykonanych w warstwie substratu, na ktdrej zewngtrz-
nych powierzchniach natozono przewody stéw. Tunele takie musza by ¢ uformowane za pomoca rdzeni w cieklej
jeszcze niespolimeryzowanej warstwie Zywicy tworzacej substrat. Po stwardnieniu Zywicy rdzenie usuwa si¢, a na
ich miejsce wprowadza si¢ przewody bitowe pokryte cienka warstwa magnetyczng.

Znane rozwigzanie cienkowarstwowego magnetycznego no$nika informacji jest stosowane w pamlgcmch
o stosunkowo duzych pojemnosciach. Konstrukeja i technologia znanego noémka s3 przystosowane do produkcji
masowej ptatéw pami¢ci o duzej pojemnosci.
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Natomiast dla produkeji pamigci o matych pojemnosciach konieczne jest opracowanie cienkowarstwowego
nosnika informacji o konstruckji pozwalajacej na zastosowanie typowych urzadzen technologicznych montazo-
wych stosowanych zwykle w liniach montazu podzespoidw tranzystorowych lub uktadéw scalonych.

Celem wynalazku jest opracowanie c1enkowarstWOWego nosnika informacji, ktory mégiby by ¢ wytwarzany
sposobem analogicznym do sposobu wytwarzania mikrouktadéw elektronicznych.

Cel ten osiggnigto przez opracowanie magnetycznego cienkowarstwowego nosnika informacji, w ktérym
lini¢ stowa stanowi uktad $ciezek natozonych na izolacyjne podtoze, a linig bitu stanowi przewodnik z natozona
warstwa magnetyczng utozony poprzecznie na sciezkach linii stowa, przy czym w miejscach skrzyZzowar ciezki
s3 ze sobg potgczone za pomocs clastycznego przewodnika w ten sposéb, ze odcinek tasmy obejmuje przewodnik
linii bitu i jest dotaczony do $ciezek linii stowa. '

Konstrukcja nosnika wedtug wynalazku umozliwia zastosowanie techniki montazu analogicznej do techniki
produkgji mikrouktadéw. Dzigki temu proces wytwérczy ikontrola wykonania nosnika wedtug wynalazku s
stosunkowo proste i fatwe do zmechanizowania, a ponadto ptaty nosnikéw wykonane wedtug wynalazku mogg
by ¢ montowane w zespoty i bloki o duzych ilosciach bitéw wprost na pakietach obwodéw drukowanych.

Przedmiot'wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawnajacym jedno-bi-
towa komérke nosnika informagji.

Na podtoiu izolacyjnym 1 wykonano sciezki 2 i 3 przewodzace, na ktérych poprzecznie jest utozony
przewodnik 4 pokryty warstwa magnetyczng oraz warstwg izolacyjna. Korice sciezek przewodzacych s3 potaczo-
ne ze soba elastycznym przwodnikiem 5, ktoéry obejmuje przewodnik z warstwa magnetyczng i tworzy wokdt
niego wraz z przwodzacymi sciezkami 2 i 3 zamknig tg petle.

Zastrzezenie patentowe

Magnetyczny cienkowarstwowy nosnik informacji zawierajacy lini¢ bitu i lini¢ stowa, ktérg stanowi uktad
dwdch $ciezek natozonych na izolacyjne podtoze, a linig bitu stanowi przewodnik pokryty warstwa magnetyczng
ulozZony poprzecznie do $ciezck linii stowa, znamienny tym, ze w miejscach skrzyzowan $ciezki (2, 3) s3 ze sobg
potaczone za pomocy elastycz.iego przewodnika (5), przy czym odcinek elastycznego przewodnika (5) obejmuje
przewodnik (4) linii bitu i jest dotaczony do $ciezek (2, 3) linii stowa.
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